V 4011 D 4 NAND-Gatter mit je 2 Einglingen

In [1 EUDD . ]
to— & , — & ko
112 2] 13122 O 2
g 5 '
01 [3] 12] 1 &1 50— & ‘ s N
e s b O— 3_-
02 |4 1) 04 . Hoe
(5] 10) 03 o] ® 0 9 Bl
[21 |5 10} 03 ¥
12— g A T R
122 [6 9|32 Bo—q] | ° 1
Ugs [7] ]I
Enschluﬁbelegung, Schaltzeichen und IEC-Zeichen Bauform: 1 (DIP 14)
Bezeichnung der Anschliisse:
I11, 112 Eingénge Gatter 1 ' UDD * Betriebsspannung
o1 Ausgang Gatter 1 141, 142 Eingénge Gatter 4
02 ' Ausgang Gatter .2 04 Ausgang Gatter 4
121, 122 Eingiinge Gatter ‘2 03 Ausgang Gatter 3
USS Bezugspotential - 131, 132 Eingénge Gatter 3
Wahrheitstabelle
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Der Schaltkreis V 4011 D enthilt 4 NAND'-Ga;ter mit je 2 Eingéingen in positiver Logik.
Sind bei einem Gatter einer der Eingénge oder beide Eingéinge Low, so ist der Ausgang
des Gatters High. Sind beide Einginge High, so ist der Ausgang des Gatters Low.



Grenzwerte:

lz{;::zt;en min. max. Einheit
Betriebsspannung UDD Ugg - 0,5 Ugg * 18 v
Eingangsspannung UI USS - 0,5 UDD + 0,5 v
Ausgangsspannung Uo USS - 0,5 UDD + 0,5 v
Verlustleistung je s 100 mW
Ausgangstransistor .
Gesamtverlustleistung P bk 300" ) mWw
151]2} mW
Lastkapazitit je Ausgang CL 5 nF
| Eingangsstrom 1| ' 10 mA
Betriebstemperaturbereich &a -40 +85 e
Lagerungstemperatur- b 55 +125 c
bereich :

Statische Kmuta:

1) 05 = -40...+70°C; 2) #B. = +85 °C

(Ugg = 0 V, &, = -40...485 °C, falls nicht anders angegeben U, = Ugg bzw. Up -,

|IO| < 1 pA)

Kennwerte Kurz- | MeBbedingung min. | mex. |Einheit

Betriébsspannung UI]D 3 15 v

Eingangsspannung U[ 0 UDD v

Eingangsspannung High UIH UDD = 5V 3,5 N
UDD= 10 V 7 v
UDI}= 15 V 11 v

Eingangsspan}mng Low UIL UDDA 5V 1,5 v
UDD =10V 3 v

. UDD =15V 4 ¥

Eingangsreststrom Ln U =15V 1 HA

UDD =15V v
|1, | 0 =Y 1 HA
. Unn =15V

Amgangsspannqng Low UOL UDD = 5...15 V 0,05 v

Ausgangsspannung High UOH UDDt I 4,95 v
Upp = 10V 9,95 | '
UDD =15 V 14,95 v

Ausgangsstrom Low IDL UDD= 5V 0,4 mA
Ugp = 044 V.




2 ' Kurz- : . L
Kgnnwerte L MeBbedingung min. ‘max. Einheit
Ausgangsstrom Low IOL UDD =10 V 0,9 mA
UOL = 0,5V
Uyp =15V 2,4 mA
Uy, = L5 V
Ausgangsstrom High ilOH' UDD = 5V 0,4 mA
UDH = 4,6V
UDD =10 V 0,9 mA
Uy = 955 V
Upp=15V 2,4 mA
UDH = 13,5 V
Eingangskapazitit C; ﬁa = 25 °C Ty pF
Statische Stromaufnahme . Ipp Upp= 8V 7,5 A
Upp= 10V 15 A
Upp= 15V 30 BA
Dynamische Kennwerte:
= o “ = : ] = e
{ﬂu 25 C,USS 0V, C; =50 pF, Uy = Ugg bzw. Upn, t 0= 1, =20 ns)
Kennwerte Iz{;i:;_en MeBbedingung min. max. Einheit
Flankeniibergangszeit der tTLH UDD = 3V 200 ns
Ausgangssignale tTHI UDD =10V 100 ns
Upp=18 V 80 ns
Verzogerungszeit tPLH UDD = 5V 150 ns
tPIHL UDD =10V 70 ns
UDD =15 V 60 ns
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